(D Silizium-npn-Planartransistor

Der HF-Transistor 5F 113 ist ein Si-npn-Planartransistor im = TO-5-Gehiuse.
Einsatz vornehmlich fir HF-Verstirker mittlerer Leistung und flr Schalt-
wecke,

Statische Kennwerte (fiir i}, = 25°C — 5 grd)

Kollektorreststrom
lceo = 0,002 < 1 pA (bei Ugg = 60 V)

Emitterreststrom
lemo = 0,025 < 1 pA (bel Ugs = 4 V)

Restspannung
UCE!II'. - ula-\'. 1l5 l"lll {IE - 1m mAu IB = Bp33 m.ﬁ]

Gleichstromverstirkung
B = 55_>12 (bei Ugg =2V, Ic =100 mA)

Dynamische Kennwerte (fir &, = 25°C — 5 grd)

Ubergangsfrequenz
fr = 40 = 10 MHz (bei Ucg =2V, Ic = 100 mA, fnq = 18 MHz)

Basisbahnwiderstand
rhhl . | m = 45 L-!. {blEi UCE - 61'!', ||:_ = 5,” I'I"l.l’h IH - 5{] HHI}

Keollektorkapazitat
Ce=75< 90 pF (bei Ucg =8V, lg =0, fy = 100 kHz)

Schaltzeitkonstanten

-,..=U-.E~::'1 |25 {hIEL Uu=ﬁv...u|;:g|“, I;;_=D...10DmA,
2, =07 1,3us | Rg = 1k, R = 600})

= 0,1 s (bel Usg = 6VY... . Uegse, lc=0...100 mA,
Ro=1k{), Rg =35}

Grenzwerte (4, = 15°C)

Ueg = 60V

Uc = 60V (bei Rgg = 0)

Ugg = 4V

IC -Iﬂﬂm..h

IC = 700 mA

ls =100 mA

Pc = 400 mW (bei §, = 45 °C)
% =150°C

B, =—40...4125°C

Bestellbezeichnung fiir einen Transistor: Transistor SF 113
Andearungen vorbshalien

SF113

Abmessungen

Masse ca, 1 g

n



